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Aktivit ate Nr.2.

Organiska pusvadtaja un polisilicija saules finas izstrade

Organiskas saules &nas. Aktivo sknu struktaru veidoSana.

Pirmas heteroparejas izveidoSanai tika izmantotas vielas DMABI un MeOBI. Vielas MeOBI un
DMABI planas kartinas bija secigi uz sublimétas uz gaismas puscaurlaidiga ITO elektroda. Aluminijs
tika izvéléts par augsSéjo elektrodu. Kartinu biezumi bija ap 150 nm. lzveidota parauga struktdra
bija ITO/DMABI/MeOBI/Al. Péc sublimésanas MeOBI virsmai bija izveidojies virsmas rezgis lidz pat
100 nm augstuma. Tas pasliktinaja uz vielas uzsubliméta aluminija elektrisko vadamibu, ka
rezultata izveidotai sistémai, nebija iespéjams novérot fotovadamibu. Sis defekta novérsanai tika
maintta organisko vielu sublimésanas seciba. Vispirms uz ITO tika uzsubliméts MeOBI un péc tam
DMABI. Vielai DMABI vajadzéja nolidzinat MeOBI vielas izveidoto reljefu, kas daléji tika panakts, jo
MeOBI reljefs tika uz pusi samazinats. Saja gadijuma aluminija vadamiba bija uzlabota un novérota
maz efektiga fotovadamiba. Dazadi MeOBI vielas uzneSanas apstakli neuzlaboja kartinas
morfologiju tadé| tika izlemts maintt So vielu pret 4N-DMABI-dPh. Izveidotie paraugi ar struktiru
ITO/DMABI/4N-DMABI-dPh/Al paradija tris kartas augstaku fotovadamibas stravu salidzinot ar
ITO/DMABI/MeOBI/Al. Problémas vél joprojam sastada organika/metals saskarsmes vieta, kura
izveidojas blokéjosa. Ta atrisinasanai ir paredzéts meklét vielas, kuras uzlabotu ladinu injekciju
parauga.

Silicija saules finas. Tekstuta Si struktara uz vadoSa Al elektroda

Melnais silicijs ir materials, kas tika ieguts silicija virsmas modificéSanas rezultata.
Melnajam silicijam ir loti zemas atstaroSanas un, attiecigi, loti augsts absorbcijas
koeficients redzamaja un infrasarkanaja dala.

Melnais silicija virsma sastav no adatveidigam struktdram, kuras, savukart, sastav no
kristaliska silicija. Ta galvena 1pasiba ir kritosas gaismas palielinata absorbcija, ko nosaka ta
saucama efektiva vide, ko veido adatas. Sis vides iek$d notiek nepartraukta refrakcijas
koeficienta izmaina, kas pavajina Frenéla atstaroSanos.

Sadi mikrostrukturétas virsmas atstaroanas ir |oti zema: spektralaja apgabala no
nosaka mikrostruktiras geometrija, palielinot gaismas iekS€jo atstaroSanos starp
struktdram. Sadu absorbcijas koeficienta palielind3anos var sasniegt ari ar atro lazera
virsmas teksturésanu, kas izradijas efektivaka par sarmu kimiskas kodinasanas metodi, kas
ir standarta industriala metode monokristalisku silicija plakSnu virsmas teksturésanai
saules Sunu razosana.



1. attéls. Parasta silicija dazadu vilnu garumu absorbcija (a) salidzinajuma ar melna silicija
(b) absorbciju.

Materialam, kas ieguts, iedarbojoties uz silicija virsmu ar atrajiem lazera impulsiem,
piemit daudz perspektivu TpaSibu, tai skaita pastiprinata efektiva absorbcija
nepiecieSamajiem vilna garumiem, kuros nemodificétais silicijs ir caurspidigs (sk. 1.att.).
Tada veida, melnais silicijs var palielinat saules Sinas efektivitati, vienlaicigi samazinot
razo$anas izdevumus.

Silicija mikrostrukturéSanas un kristalizacijas eksperimentos tika izmantots amorfais
silicijs (a-Si), uzputinats uz SiO, — Al pamatném ar elektrona kila metodi. Amorfa silicija
slana biezums ir 270 nm.

a-Si mikrostrukturésana veikta ar Nd:YAG lazera 2. harmoniku (533 nm). Paraugi péc
apstrades ar lazeru netika kodinati, jo konstatéts, ka kodinatajs pilnigi nonem teksturéto
melno siliciju.
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2. attéls. Mikrostrukturéta a-Si parauga (a) SEM un (b) AFM attéli. Teksturésana veikta ar
A =533 nm lazera 1 impulsu ar starojuma blivumu 280 mJ/cm?.

Uz teksturétas silicija virsmas SEM attéla (att. 2a) ir redzamas koniskas struktlras. Ar
AFM meérijumiem noteikts atsevisko struktlru augstums, kas sasniedz 130 nm, un
diametrs — 100-200 nm.

Visefektivakais silicija mirkostrukturéSanas rezims ir virsmas apstrade ar A = 533 nm
lazera vienu impulsu ar starojuma blivumu 280 mJ/cm?. $3da reZima var vienlaicigi gan
panakt amorfa silicija kristalizéSanu un piemaisijumu aktivésanu, gan iegut teksturéto
materialu, kuru ieklaujot saules $na, bls iespéjams samazinat atpakalizkliedi, tadéjadi
palielinot saules Slinas efektivitati.
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